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前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 16596-1996《确定晶片坐标系规范》。本标准与GB/T 16596-1996相比，主要有以下变动：

—— 将范围修改为规范格式，将部分内容放到方法概述中（见1和3.1，1996版的1.1、1.2和1.3）。
—— 将规范性引用文件的SEMI M12和M13修改为GB/T16595，增加了GB/T12965（见2,1996版的2.2）。

—— 增加了方法概述（见3）。

—— 将晶片坐标系的有关内容修改为干扰因素（见4.1、4.2、4.4和4.5，1996版的4.2.1、4.2.2、4.2.3和4.2.4）。
—— 干扰因素中增加了“在SEMI M1中，用边缘轮廓模板建立的边缘参考坐标系用于边缘的参照，其与本晶片坐标系不同。边缘模板和边缘轮廓参数使用不同的坐标系”，“无图形的晶片表面不容易区分正面和背面”等内容（见4.3和4.6）。

—— 删除晶片坐标系的应用中的部分内容（1996版4.1.1和4.1.2）。

—— 将晶片坐标系的应用中的部分内容修改为附录（见附录A，1996版4.1.3和4.1.4）。
—— 将第三章节修改为第五章节，增加了晶片背面坐标系和三维坐标系（见5.2和5.3）。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）归口。
本标准起草单位：有色金属技术经济研究院、有研半导体材料有限公司、浙江海纳半导体有限公司、浙江省硅材料质量检验中心、上海合晶硅材料有限公司
本标准主要起草人：卢立延、孙燕、潘金平、杨素心、楼春兰、徐新华
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：
——GB/T16596-1996。
确定晶片坐标系规范
1　 范围

本标准规定了一个晶片坐标系的建立程序。通过在晶片上建立一个直角或极坐标的坐标系，可以方便的确定和记录晶片上的缺陷、颗粒、几何参数等任何异常的准确位置，便于自动加工和测试设备的定位以及更好的质量追溯。
本标准适用于有图形或无图形的晶片；对晶片的直径没有特殊规定，但对于自动设备，可能只接收标称直径的晶片。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12964 硅单晶抛光片
GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片
GB/T 16595  晶片通用网格规范
GB/T 34479 硅片字母和数字标志规范

SEMI E5 半导体设备通信规范2 报文内容（SECS-II）（SEMI Equipment Communication Standard 2 Message Content (SECS-II) ）

SEMI M1 硅单晶抛光片规范（ Specification For Polished Single Crystal Silicon Wafers

）
3　 方法概述
3.1总则

本晶片坐标系利用晶片中心作为直角坐标系(X-Y)或极坐标系(R-θ)的原点，可确定晶片上任意点的坐标。对于无图形晶片，可直接使用本晶片坐标系或与矩形阵列或极坐标重叠阵列一起使用本晶片坐标系。本晶片坐标系也可用于确定另一坐标系的原点或其他基准点的位置，而这另一坐标系则常表示或记录在有图形或无图形晶片上的局部区域、芯片或图形阵列的位置特征。挑选晶片坐标系统信息可参照附录A。
3.2晶片正面坐标系

将晶片正表面朝上放置，确定晶片中心点位置。建立右手直角坐标系。主定位基准位于Y轴负方向。根据应用选择直角坐标系或极坐标系（参考X轴正向）。
3.3晶片背表面坐标系

围绕主定位基准的平分线（Y轴）转动晶片，直至晶片背表面朝上。除了X轴的方向与正表面坐标系相反，背表面坐标系的其他方面与正表面坐标系相同。

3.4三维坐标系

由于Z轴的零点需要根据应用来确定，本规范仅定义出Z轴方向和各种可能的零点位置。

4　 干扰因素

4.1光刻的掩膜校准规则可与晶片坐标系不一致。

4.2在GB/T 12964中，硅片的副参考面位置由主参考面沿顺时针方向旋转而确定，其与晶片坐标系的极角坐标规则相反。

4.3在SEMI M1中，用边缘轮廓模板建立的边缘参考坐标系用于边缘的参照，其与本晶片坐标系不同。边缘模板和边缘轮廓参数使用不同的坐标系。

4.3.1边缘轮廓模板用X轴的径向方向（从晶片边缘向内），和Y轴的垂直方向（从晶片表面向晶片中位面）定义模板。
4.3.2轮廓参数系统用q轴的径向方向（从晶片边缘向内）,和z轴的垂直方向（从晶片中位面向晶片表面）定义边缘轮廓的横截面。
4.4在SEMI E5中，晶片的标准位置类似于其在晶片坐标系的位置，即主定位基准向下，它的平分线在Y轴负方向上，而晶片的旋转位置是从该标准位置向顺时针方向旋转来定义，这与晶片坐标系的极角坐标规则相反。在E5中，不旋转坐标系的轴，晶片相对于轴旋转。而在晶片坐标系中，坐标轴由晶片本身定位，不受晶片实际空间位置的限制。
4.5 在GB/T 34479中，对于直径100 mm、125 mm和150 mm带参考面的晶片，它的字符字段的位置是参照参考面而不是参照晶片中心来规定，字符字段的位置相对于晶片中心是变化的，字符字段顶角处位置的坐标（在晶片坐标系中）可以因晶片而不同；而直径150 mm、200 mm和300 mm带切口的晶片字符字段位置是参照晶片中心点来定位。

4.6在某些情况下，无图形的晶片表面不容易区分正面和背面。
5　 晶片坐标系的建立步骤
5.1　 晶片正面坐标系

晶片正表面向上。
找出晶片表面中心点。假定忽略了参考面和边缘不规则区域的晶片外边缘是晶片的最小圆，该圆的圆心即为晶片中心。
按下列步骤确定右旋直角坐标系：
a)晶片中心为坐标原点。
b)坐标系的Y轴在晶片正表面的直径上，该直径平分主定位基准（参考面或切口）。

c)坐标系的X轴在晶片正表面的直径上，且与主定位基准的平分线（Y轴）垂直。

以坐标系原点为参照，主定位基准在Y轴负方向，见图1。
按照习惯，Y轴负方向是指向纸面的下方，在工作台或卡盘或晶片载物台上朝向操作员；X轴正方向向右。

如果使用极坐标系，确定R和θ的方向，见图1。

根据应用情况选择直角坐标或极坐标。 
[image: image3.emf]
主定位基准可以是平边的参考面也可以是切口

图1　 正面坐标系
5.2　 晶片背面坐标系

转动晶片，使晶片背表面向上。
主定位基准位于Y轴负方向（向下或朝向操作员）；X轴正方向向左。这样，晶片背表面点的X-Y（R-θ）坐标与直接通过晶片正表面点的坐标完全相同。因此，X轴正方向的θ坐标是0°，主定位基准平分线向上延伸的θ坐标是90°，X轴反方向的θ坐标是180°，主参考面平分线的向下延伸的θ坐标是270°。
5.3　 三维坐标系

晶片正表面向上。
Z轴穿过晶片表面中心且与晶片表面垂直，晶片的正表面位于Z轴正方向，见图2。

不同应用情况下， Z轴零点的规定不同，例如：
a)测量晶片的翘曲度, Z轴零点可能在晶片的三维几何中心。

b)测量正表面的平整度，Z轴零点通常随基准面而定，基准面的选择按照特定的平整度参数确定。

c)其他应用程序可能在不同的位置定位Z轴零点。

d)测量厚度或厚度变化，Z轴零点可能在晶片背表面中心。
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主定位基准可以是平边的参考面也可以是切口

图2　  晶片坐标系Z轴的方向指示               

附录A 晶片坐标系的应用
1-1讨论

1-1.1 SEMI E5在“流12—晶片图像”时，描述了一个坐标系是如何报告待传输的位置数据。另外，坐标系的原点既可以是在生成晶片图像时由设备指定，也可以是位于阵列中的五个位置之一（即左上角或左下角或右上角或右下角或中心）。该“流”保证晶片图像坐标系与实际晶片相对应的基准点的任一数据的传输。该晶片坐标系可用于确定诸基准点和晶片图像坐标系原点的位置。
GB/T16595 规定了含有1000个单元的极坐标阵列，可用于标记晶片上分布的缺陷（例如滑移）的位置。该阵列与晶片坐标系一致。
注：SECS标准用来统一各个生产设备之间以及生产设备和控制设备之间的通讯，以及智能设备和主机之间交换信息，是半导体生产流程中最基本的标准。其中用到报文和流的概念。
报文（message）是设备和主机之间交换与传输的数据单元。

流（Stream）是程序输入或输出的一个连续的字节序列。
_________________________________
�改为具体标准号





